Elektroniikkasuunnittellun perusteet 2.vk, 9.3.2018

. Ao. kuvassa on esitetty emitteriseuraaja. Voit olettaa, ettd Vge=0,7 V, 3=100 ja ro=co. Laske
DC-toimintapiste (Ic, Vs ja VE).

a) Laske vahvistus A, tuloimpedanssi Ri, ja ldhtdimpedanssi Rout.

b) Piirrd signaali Qi:n emitterilld, kun tulossa 10 mV sinisignaali.
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. Ao. kuvassa on esitetty yhteislihdekytketty-vahvistin. unCox=100uA/V2, V1un=0,5V. Laske
ao. parametrit.
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d) Vahvistus A=Vou/Vin

a) Laske ao. kuvan operaatiovahvistin piirin vahvistus ja tuloimpedanssi Rin, kun
operaatiovahvistin on ideaalinen.
b) Méiritd vastusten arvot uusiksi niin, ettd saat 10 kQ:n tuloimpedanssin R, ja -10 V/V
vahvistuksen.
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. Ao. kuvassa on esitetty CMOS-invertteri.

a) Laske dynaaminen tehonkulutus, kun tulossa 10 MHz signaali.

b) Kauanko kestdd lihdon muuttua tasolle Vpp/2, kun tulossa signaali vaihtaa tilaansa
alhaalta ylos eli 0V... 3,3V.Transistorin M; koko on Wi/Li=2 ja pnaCox=100pA/V?,
Vtun=0,5V. Kohtuullisen tarkka arvio riittdi.
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